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不含器件
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4,28±0.2(TOTAL)
不含器件

1,8±0.2(IC+FPC+PI)
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232,46±0.3(SENSOR OD)
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设  计

日 期

日 期

产品型号 HX1011818

核  准客户编号

单 位 MM
视 图

方 向

  杭州宏枭科技有限公司
    GraHowlet Technology CO.,Ltd

V1.0 LUO 2020-10-20

1.接口方式：

2.产品结构：

3.I C 方案：

5.触控点数：

6.输入电压：

技 术 参 数

7.湿度范围：

9.表面硬度：

10.工作环境：

11.储存环境：

USB

G+FF+TFT(全贴合)

ILI2511

10点

5V

45～85%RH

≥6H

-20℃～+70℃，≤85%RH

-30℃～+80℃，≤85%RH

12.未标注尺寸公差按±0.3

8.透 过 率： ≥85%(表面AG+AR+AF)

4.钢化强度：

TP      8PIN:
1

132G钢球，30CM高度，1次不破
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DETAIL "A"
      4:1

双面EMI处理

FR4 T=0.5MM

器件区覆盖

高温胶带

50,99±0.5
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VCC
GND

D-
D+
NC
NC

NC
NC

TFT型号：B101UAN01.9

1920*1200

(0,0)

盖板表面不丝印

表面AG+AR+AF处理

盖板表面处理参数设定

AR：正面AR，增透3%~4%；

AG：正面AG，雾度3%~8%；

AF：蒸镀工艺，水滴角≥105°
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